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基本规格

抛光带

尺寸分类项目

0.2-30μm氧化铝

磨料 0.5-30μm碳化硅

0.1-9μm金刚石

25μm或75μmPET材质基材

薄片状，带状形状

#8000抛光
#18000抛光#4000抛光抛光前碳化硅

晶圆案例

晶圆端面
形状

晶圆端面
显微镜图
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#4000➡#18000
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#4000➡ #18000

#4000

研磨前研磨前 #4000研磨後#4000研磨后

加工案例

产品系列

磨料粒度
平均粒子径
d50(μm)

目数
氧化铝碳化硅金刚石
〇〇0.126000
〇〇0.223000
〇〇〇0.515000
〇〇〇0.810000
〇〇〇18000
〇〇〇26000
〇〇〇34000
〇〇〇53000
〇〇〇92000
〇〇101500
〇〇30600


